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Metoda przeprowadzania atunu amonowo-glinowego na siarczan i tlenek glinowy.

Zgloszono 10 czerwca 192I T.
Udzielono 19 lutego 1925 r.

Atun glinowo-amonowy moze stuzyé do
wyrobu siarczanu oraz tlenku glinowego
przez ogrzewanie do wyzszej temperatury.
" Przeprowadzenie tej reakcji napotyka jed-
nak pewne techniczne trudnosci, ktére da-
dza sie usunaé przy uzyciu metody, beda-
cej przedmiotem niniejszego wynalazku.

Metoda ta polega na zastosowaniu ce-
gietek z masy, utworzonej przez zmieszanie
alunu glinowo-amonowego, ewentualnie
przy niskiej temperaturze (mianowicie po-
nizej jego punktu topliwosci t. j. 92° C)
cze$ciowo wysuszonego, z bezwodnym siar-
czanem glinowym lub bezwodnym siar-
czanem glinowo-amonowym: wzglednie tlen-
kiem glinowym. Formowanie - brykietéw
z powyzszej mieszaniny odbywa sie¢ przy
réwnoczesnem szybkiem ogrzaniu powyzej
92° C, ewentualnie pod ciénieniem, przy-

czem woda krystalizacyjna atunu stuzy do
zlepiania masy w cegielki. Tak uzyskane
brykiety ogrzewa sie nastepnie w atmosfe-
rze pary wodnej albo gazéw zawierajacych
par¢ wodna do temperatury 300—450° C
celem otrzymania bezwodnego siarczanu
glinowego przyczem z para wodna uchodzi
amonjak. Brykiety tak ogrzane mozna
nastepnie ogrzewaé do jeszcze wyzszej tem-
peratury, np. bezposrednio gazami spalenia
podczas czego zachodzi rozklad siarczanu
glinowego na bezwodniki siarkowy wzgl.
siarkawy, ktére uchodza z przestrzeni ogrze-
wanej i moga byé odpowiednio zuzytkowa-
ne, oraz na pozostajacy w formie cegie-
tek tlenek glinowy. Cze$é otrzymanego
tlenku glinowego moze stuzyé do dalszej
fabrykacji jako wymieniony wyzej dodatek
do $wiezego atlunu amonowego i odgrywa
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tu role zasady, usuwajacej przy ogrzewa-
niu amonjak z alunu amcnowego. Pewna
odmiane tej metody stanowi przyrzadza-
nie masy do wyrobu cegielek przez zmie-
szanie stopionego w swej wodzie krysta-
lizacyjnej krystalicznego alunu amonowe-
go z bezwcdnym siarczanem glinowym lub
‘bezwodnym alunem amonowym wzglednie,
bardziej celowo, z bezwodnym tlenkiem
glinu. ‘ _
Metoda ta pozwala zarazem na wyzy-
skanie ciepla zawartego w wypalonych ce-
gietkach. Mozna howiem brykiety formo-
waé takze z masy, otrzymanej przez zmie-
szanie §wiezego alunu glinowo-amonowego
z tak ogrzanym siarczanem glinowym. lub
tlenkiem glinowym, by temperatura mie-
szaniny wynosila przynajmniej 92° C. Wte-
dy bowiem wykorzystuje sie lepkosé¢ alu-
nu stopionego we wlasnej wcdzie krystali-
zacyjnej do sporzadzenia masy ciastowa-
tej, dajacej sie formowaé¢ w cegietki.

Zastrzezeniapatentowe.

1. Metoda przeprowadzania atunu a-
monowo-glinowego na siarczan i tlenek gli-
nowy, znamienna} tem, ze alun ewentualnie
przy niskiej temperaturze (ponizej 92° C)
czeéciowo wysuszony i nastepnie zmiesza-

ny z bezwodnym siarczanem glinowym lub
bezwodnym atunem amonowym wzglednie
tlenkiem glinowym formuje si¢ w brykiety
przy réwnoczesnem szybkiem ogrzaniu po-
wyzej 92° ewentualnie pod ci$nieniem, po-
czem cgrzewa sie te brykiety w atmosfe-
rze pary wodnej lub gazéw, zawierajacych
par¢ wodna, do temperatury 300—450° C
celem otrzymania bezwodnego siarczanu
glinowego, a nastepnie te same brykiety o-
grzewa sie do jeszcze wyiszej temperatu-
ry celem otrzymania tlenku glinowego obck
gazéw, zawierajacych tlenki siarki.

2. Metoda wedlug zastrz. 1, z ta
zmiana, ze brykiety formuje si¢ z masy, o-
trzymanej przez zmieszanie stopionego a-
tunu glinowo-amonowego z bezwodnym
siarczanem glinowym lub bezwodnym atu-
nem amonowym wzglednie tlenkiem glinu.

3. Odmiana metody wedlug zastrz.
1, ewentualnie 2, znamienna tem, ze
brykiety formuje sie¢ z masy, otrzymanej
przez zmieszanie atlunu glinowo-amonowe-
go z tak ogrzanym siarczanem glinowym
lub tlenkiem glinowym, by temperatura
mieszaniny wynosita przynajmniej 92° C.

»Metan“ Spétka z ograni-
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